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J£J (57) Abstract: The substrate (1) is etched in such a way that sloped flanks (5), which drop off towards the outside and which are 
adjacent to the gate electrode (3) on both the source and drain side, are formed. Spacers (7) are arranged there. Doping material is 
implanted (9) in a direction which is inclined in relation to the upper side, through the spacers (7), in order to form regions (11) with 
a lower concentration of doping material, and doping material (10) is implanted (10) in a steep direction towards the upper side in 
order to fomi source and drain areas (12). 
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VeroffentUcht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 


Zur ErJddrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang Jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 


(57) Zusammenfassung: Das Substrat (1) wird derart geatzt, dass sourceseitig und drainseitig an die Gate-Elektrode (3) angren- 
zende, nach auBen abfallende schiSge Flanken (5) ausgebildet werden. Dort wer-den Spacer (7) angeordnet Bs erfolgen eine 
Implantation (9) von Dotierstoff in einer beztiglich der Oberseite schragen Richtung durch die Spacer (7) hindurch zur Ausbildung 
der Be-reiche (11) niedrigerer Dotierstoffkonzentration und eine Im-plantation ( 10) von Dotierstoff in einer bezUglich der Ober-seite 
steilen Richtung zur Ausbildung der Source- und Drain-Bereiche (12). 


